Stabilizator napiecia do uktadow lampowych

Konstruujqc ukltady lampowe
spotykamy sie niejednokrotnie
ze znacznq réznicq miedzy
napieciem wychodzqcym

z zasilacza anodowego

a faktycznymi wymaganiami
uktadu. Likwidacja owej
réznicy przy uzyciu rezystorow
wpietych szeregowo ma

szereg wad — napiecie jest
wowczas silnie uzaleznione
od obciqzenia. Proponowany
uklad jest w stanie dostarczy¢
wymaganego napiecia

z tolerancjq 4-5%, redukujqc
jednoczesnie tetnienia.

Schemat ideowy stabilizatora napiecia ano-
dowego pokazano na rysunku 1. W szereg
z wejéciem wlaczona jest dioda D1 chronigca
uktad przy omylkowej zamianie biegunéw.
Diody D2, D3 i rezystor R1 generuja napie-
cie odniesienia. Odpowiednio dobierajac
te elementy ustala sie napiecie wyjsciowe.
Napiecie odniesienia trafia na bramki T1
i T2. Uzycie tranzystoréw MOSFET zamiast
bipolarnych jest podyktowane niewystepo-
waniem w nich zjawiska wtérnego przebi-
cia, ktére ograniczatoby prad przy wysokich
napieciach. Zastosowanie dwdch tranzysto-
réw ulatwia odprowadzanie z nich ciepta.
Rezystor R2 i kondensator C2 zapobiegaja
powstawaniu oscylacji pasozytniczych. Re-
zystory R3 i R4 majg na celu zniwelowanie
réznic charakterystyk miedzy tranzystorami
T1 i T2. Rezystory R5 i R6 oraz tranzystor
T3 ograniczajg prad wyjSciowy do ustalonej
wartosci. Kiedy spadek napigcia na R6 jest
na tyle duzy, by otworzy¢ T3, zrédta T11i T2
sg zwierane z ich bramkami, co ogranicza
napiecie wyjsciowe, wiec w efekcie tez prad.
Rezystor R5 chroni baze T3 przed uszkodze-
niem zbyt wysokim pradem. Kondensatory
C1 i C3 majg na celu blokowanie zakl6cen
impulsowych, ktére w uktadach lampowych
sa wysoce niepozadane.

Uklad
nej plytce drukowanej o wymiarach 105

zmontowano na jednostron-
mmX40mm, ktérej schemat montazowy po-
kazano na rysunku 2. Jezeli nie w zasilaczu
nie bedzie tracona duza moc (do 20 W), moz-
na zrezygnowa¢ z montowania tranzystora
T2 i rezystora R4. Przed wlutowaniem rezy-
storéw R1 i R6 nalezy obliczy¢ ich rezystan-
cje z prawa Ohma:
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Rysunek 1. Schemat ideowy stabilizatora napiecia anodowego
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Rysunek 2. Schemat montazowy stabilizatora napiecia anodowego

gdzie:
- U,,, — napiecie wchodzace do stabilizatora
[Vl,
-U,,... — suma napig¢ Zenera D2 i D3 [V],
-1, — maksymalny prad wyjéciowy [A].
Prad o natezeniu co najmniej 5 mA jest
niezbgdny do prawidlowego spolaryzowania
diod Zenera. Mozliwe do uzyskania maksy-
malne napiecie wyjéciowe jest ograniczone
przez napiecie dren-zrédlo tranzystoréw T1
i T2, napiecie pracy kondensatoréw C1...C3
i wytrzymato$¢ zlagcz CON1 i CONZ2. Jego
warto$¢ jest ustalana poprzez sumowanie
napie¢ Zenera diod D2 i D3 — w przedstawio-
nym ukladzie nie zaleca sie przekraczania
300 V, co jest warto$cig wystarczajaca dla
przedwzmacniaczy i innych ukladéw matlej

Wykaz elementéw
R1: 6,8 k2 W
R2, R5: 1 k€)/0,25 W
R3, R4: 10 ©/0,25 W
R6: 10 ©/0,25 W
C1...C3: 100 nF/400 V
D1: 1N4007
D2: dioda Zenera 200 V/1,5W
D3: dioda Zenera 24 V/1,3 W
T1, T2: IRFIBC20G
T3: dowolny NPN matej mocy, np. BC547
CON1, CON2: ARK2/5 mm
Radiator

mocy. Diody Zenera nalezy zamontowac nie-
co nad plytka ze wzgledu na wydzielajace sie
cieplo. Trzeba tez zastosowac diody o mozli-
wie duzej mocy, aby nie ulegly przegrzaniu.
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Gdyby jedna z diod nie byta montowana, na-
lezy w jej miejsce wlutowaé zwore. Dla pra-
du wyjsciowego przekraczajacego 150 mA,
nalezy zastosowaé rezystory R3, R4 i R6
o wigkszej dopuszczalnej mocy strat.
Osiagniete w rzeczywistoSci wartosci na-
piecia wyjéciowego i pragdu maksymalnego
moga sig r6zni¢ od zakladanych ze wzgle-
du na tolerancje parametré6w poszczegél-
nych elementéw. W ukladzie modelowym,

przystosowanym do zasilania napieciem
ok. 260 V, napiecie wyjSciowe ma war-
to$¢ ok. 220 V (potgczone szeregowo diody
200 V+24 V), za§ maksymalny prad wyjscio-
wy ok. 70 mA.

Tranzystory T1 i T2 — jesli zastosowano
oba — powinny by¢ jednakowe. Ich typ jest do-
wolny, jednak muszg spelnia¢ wymagania mi-
nimalne odnosnie do parametréw: MOSFET
z kanalem typu N oraz maksymalne napiecie

dren-zrédio co najmniej 500 V. Te wymagania
spelnia np. IRF820. Metalowe wkladki tych
tranzystoréw znajduja sie na wysokim po-
tencjale dodatnim - dla bezpieczenstwa na-
lezy je przymocowac do radiatora za posred-
nictwem podkladek termoprzewodzacych.
Mozna tez, jak w uktadzie modelowym, zasto-
sowac tranzystory z izolowanymi obudowami
typu IRFIBC20G lub podobne.
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